
































動度が向上する傾向を示し、最大で 20 cm2/Vs の値を実現している。また、Sn のドー
ピングにより、α-Ga2O3薄膜の表面粗さや結晶性が向上する結果を示し、このことから
Sn がサーファクタント的な効果を果たしているものと推察している。  
 
 第３章では、Sn ドープα-Ga2O3 薄膜を成長後、 450oC、24 時間のアニールによって




ともに、ホール移動度として 24 cm2/Vs という高い値を達成している。また、キャリア















































2. 450oC、24 時間のアニールで Sn が失活することを見出し、これをバッファ層とし
て用いて Sn ドープ層を成長させるという方法を提言した。この結果、1017~1019 cm-3
台の広い範囲にわたるキャリア密度制御を実現し、ホール移動度は 24 cm2/Vs とい








4. Sn ドープα-Ga2O3を用いた MESFET を試作し、ゲート電圧による伝導度変調の効果
を確認した。このことから、Sn ドープα-Ga2O3が高耐圧のパワーデバイス材料とし
て今後進展しうることを示した。  
 以上、本論文は、コランダム構造の酸化ガリウムをベースとした半導体に電気的機能
を付与し、新しいデバイスにつなげる基盤技術を築いたもので、学術上、実際上寄与す
るところが少なくない。よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるもの
と認める。また、平成２８年２月３日、論文内容とそれに関連した事項について試問を
行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認め
た。 
 
 
 
 
 
